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Mgイオン注入GaNは、エピタキシャル成長Mg添加GaNと異なりp型伝導を呈しにくい。また、バンド端発光強度も弱く発光寿
命も短い。更に、特徴的な緑色発光帯を呈する。我々は、Mgイオン注入により発現する緑色発光の起源であるN空孔欠陥が、Ga
空孔とクラスタリングすることにより非輻射再結合中心となる可能性を示した。これら点欠陥複合体濃度の低減が、イオン注入
によるp型GaNの形成と、それによるパワーデバイス実現の近道となる。

The intensities and lifetimes of the near-band-edge emission of Mg ion-implanted (I/I) were significantly lower and
shorter, respectively, than those of epitaxial Mg-doped GaN. Simultaneously, the green luminescence (GL) band
became dominant. The results indicate the generation of point defects common to GL and nonradiative recombination
centers (NRCs) by I/I. Nitrogen vacancies emitting GL are the prime candidate for the NRCs clustering with Ga
vacancies, (VGa)m(VN)n, which inhibit the p-type conductivity.
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